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1. Selosta lyhyesti seuraavat kasitteet:
a) Johtavuusvyo
b) Valoaemittoiva puolijohdediodi (LED)
c) Akseptoriatomit puolijohteissa
d) Varauksenkuljettajan efektiivinen massa
e) Tunneloituminen
f) Blochin teoreema

2. Selosta Hall-ilmié puolijohteissa ja sen kayttd puolijohteiden sdhkoisten ominaisuuksien
mittaamisessa.

3. a) Selosta miten tyhjennysalue muodostuu pn-liitoksessa p- ja n-tyypin puolijohteiden
liittyessa yhteen. Piirrd myos pn-liitoksen energiavyddiagrammi paikan funtiona
termodynaamissa tasapainotilassa eli kun ulkainen jannite =0 V.

b) Pn-diodissa on mitattu DC-virran arvoksi 0.1 nA |dmpé6tilassa T=300 K jannitteelld 0.4 V.
Laske mihin arvoon virta kasvaa, kun jannite nostetaan arvoon 0.7 V.

4, Piistd valmistetussa n'pn-transistorissa kannan leveys x, = 0.3um . Miké on kannan
kulkuaika 7, huoneenlampétilassa, jossa elektronien liikkuvuus on u, =10%cm® (Vs ?

5. Esitd pddpiirteissddn poikkileikkaus-kuvasarjana ja selosta lyhyesti NMOSFET:in
valmistusprosessi piiteknologiassa.



